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[背景背景背景背景] 我々は加圧 MOVPE 成長法を用いて GaN/c-サファイアテンプレート上 InGaN/GaN 多重量

子井戸の高温成長を試みており、これまでの検討では 1atmから 8atmの成長圧力の増加に伴って

InGaN発光波長の長波長化が確認された[1,2]。今回は窒化物半導体デバイスの発光効率向上と LD

への応用が期待される半極性面上に InGaN/GaN多重量子井戸を作製し、成長圧力を変化させた時

の表面モフォロジーと発光特性への影響を検討した。 

[実験方法実験方法実験方法実験方法] ストライプ溝加工 Si 基板上に AlN 中間層を介して作製した(1-101)GaN テンプレート

に加圧 MOVPE 法を用いて InGaN/GaN 多重量子井戸を再成長した。多重量子井戸の成長圧力は

1atmから 4atmで行っており、成長温度は InGaN発光波長が同程度となる様 1atmでは 750℃、4atm

では 800℃で行った。井戸層と障壁層の成長時間は 1、2 分とし、井戸層における In/(In+GaN)気

相比を 77%、V/III比を 5700とした。評価にはフォトルミネッセンス(PL)、走査型電子顕微鏡(SEM)、

カソードルミネッセンス(CL)を用いた。 

[結果結果結果結果及び及び及び及び考察考察考察考察] 半極性面上の InGaN/GaN 多重量子井戸の成長において、成長圧力を 1atm か

ら 4atmに増大することにより、同程度の InGaN発光波長では+50℃の高温成長が可能となっ

た。Fig.1に 4atmで成長を行った試料の表面SEM像と発光波長 410nmにおける表面CL像を示す。

表面 SEM像から各成長圧力において、平坦な面の成長が行えていることを確認した。表面 CL像

から、1atmで成長を行った試料では発光が非常に弱いのに対し、4atmで成長した試料では強い発

光を確認した。また、Fig.2に示す PLスペクトルから 4atmで成長を行った試料において発光強度

の大幅な増加が見られたことから、これらの発光特性の向上は、加圧 MOVPE 法を用いることで

InGaN/GaN 多重量子井戸の高温成長が可能となったことによる残留不純物の低減を示唆している。 
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Fig. 2 各各各各成長圧力における成長圧力における成長圧力における成長圧力における PL スペクトルスペクトルスペクトルスペクトル Fig. 1 4atm における表面における表面における表面における表面 SEM 像像像像(a)とととと表面表面表面表面 CL 像像像像(b) 
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